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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 535.3; 537.533.31; 539.219.1 

Экситонные полосы СdO в спектрах кристаллов CdS(O) 

Н.К. Морозовa, Н.Д. Данилевич 

Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет) 

В.Г.Галстян 

Институт кристаллографии РАН 

В.И. Олешко, С.С. Вильчинская 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Исследованы кристаллы CdS(O) для случая присутствия в них допол-

нительно фазы оксида CdO. Идентифицированы полосы экситонной лю-

минесценции CdO в спектрах кристаллов сульфида кадмия, содержащих 

растворенный кислород. 

Ключевые слова: микрокатодолюминесценция, собственные точечные дефек-

ты, твердые растворы СdS(OS), антипересекающиеся зоны, нанокристаллиты CdO. 

Особенности люминесценции газофазных монокристаллов CdS(O) с позиций тео-

рии антипересекающихся зон (band anticrossing (BAC)) исследованы в работах [1–3]. 

Кристаллы выращены при контролируемых давлениях паров компонентов CdS. Эта 

группа кристаллов представлена на рис.1 в виде штрих-диаграммы, где положение 

штриха с номером кристалла на шкале давлений определяет условия его роста из газо-

вой фазы (PCd (PS2) при 1100 С). Границы области роста монокристаллов определяются 

нарастанием дефектности при увеличении отклонения от стехиометрии [2, 4]. Длина 

штрихов соответствует концентрации кислорода в образцах по данным газохроматиче-

ского химического анализа [5]. Растворимость кислорода в CdS при 1100 С не превы-

шает ~2∙10
20 

см
–3 

(1 мол. %) [2], что заметно меньше, чем предполагалось ранее [6].  

В качестве примера на рис.1 показан кристалл № 13 с повышенным содержанием ки-

слорода за счет включений фазы CdO в объеме согласно исследованиям в проходящем 

поляризованном свете и по цвету включений. Изменение состава кристаллов CdS, свя-

занное с изменением собственных точечных дефектов в пределах области гомогенно-

сти, представлено расчетным равновесием. Зарядовые состояния дефектов (0, –, +) обо-

значены (, |, •) соответственно [2], Pдис – давление диссоциации. 
Рассмотрим свойства кристаллов CdS(O), в которых заведомо присутствовала фаза 

CdO в результате совместной кристаллизации или воздействия высокоэнергетических 
пучков и окисления поверхности после травления. В частности, исследование импульс-
ной катодолюминесценции (ИКЛ) по методике, описанной в [7], показало образование 
CdO для кристаллов с избытком Cd. Избыток Cd дает слоистую неоднородность соста-
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